Оптоэлектронная память на основе перовскита CH3NH3PbI3 
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В последнее время существенно вырос интерес к мемристорам - структурам, демонстрирующим эффект обратимого резистивного переключения, в связи с перспективностью их использования для создания элементов многоуровневой памяти и в нейроморфных вычислительных системах [1]. Важными параметрами, характеризующими мемристоры в таких системах, являются число стабильных циклов резистивного переключения из высокоомного (Roff) в низкоомное (Ron) состояние и обратно (endurance), длительность хранения данных состояний (retention time) и отношение Roff/Ron. 
Типичный мемристор представляет собой сэндвич-структуру металл/активный слой/металл. В роли активного слоя могут выступать различные неорганические (например, оксиды металлов TiO2, ZnO, HfO2 и др.) и органические материалы (например, поли-п-ксилилен). Наиболее перспективным вариантом активного слоя мемристора является слой перовскита CH3NH3PbI3. Хорошее поглощение света данным веществом используется во многих направлениях, таких как изготовление солнечных элементов, фотодетекторов и др. Мемристор на основе такого перовскита может представлять собой оптоэлектронную память, которая сможет реагировать и на электрические импульсы, и на оптическое возбуждение, а также позволит хранить и преобразовывать оптическую информацию [2]. 
Поскольку интерес к мемристорам на основе перовскитов возник относительно недавно, многие особенности их функционирования не изучены в деталях. Для описания эффекта резистивного переключения таких мемристоров были предложены модели, основанные на процессах, происходящих как в объеме материала (формирование перколяционных цепочек), так и на его поверхности (образование барьера Шоттки). Стоит отметить, что единой модели резистивного переключения на данный момент не существует. Поэтому целью данной работы стало изучение основных мемристивных характеристик (endurance, retention, Roff/Ron) двух образцов с сэндвич-структурой верхний электрод (серебро или золото)/CH3NH3PbI3/нижний электрод в темноте и при освещении различными светодиодами. 
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